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ВТОРИЧНО-ИОННАЯ МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ КРИСТАЛЛОВ СЕЛЕНИДА ЦИНКА 
СО СПЕКТРАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ ФОТОПРОВОДИМОСТИ 

Методом вторично-ионной масс-спектроскопии был исследован примесный состав высокоомных кристал-
лов селенида цинка с фоновыми примесями. Предложен способ проведения масс-спектроскопического анализа 
высокоомных образцов. Проведённое исследование косвенно подтверждает гипотезу про то, что ответственным 
за возникновение всплеска фототока и явления «спектральной памяти» фотопроводимости ZnSe является при-
месь железа, неравномерно распределённая по объёму кристалла. 
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